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Es wird iiber erste Versuche berichtet, mit InSh-Dioden
Kernteilchen zu zihlen. Bei 75 °K wurden die Impulse von
a-Strahlen und Protonen untersucht. Daraus wurde die ef-
fektive Paarerzeugungsenergie zu 2,5 eV bestimmt.

Indiumantimonid-Dioden als Kernteilchenzdhler

Um die Eigenschaften von Halbleiter-Kernteilchen-
zihlern zu verbessern, wurde oft der Vorschlag ge-
macht, von den traditionellen Halbleitern Germanium
und Silicium abzugehen und andere Stoffe auf ihre
Eigenschaft als Zihlsubstanz zu untersuchen. In vielen
Kandidatenlisten steht InSb an der Spitze!-2, weil
diese Substanz beziiglich Absorptionsvermogen, La-
dungstrigersammelzeit und Ladungstriagerstatistik Vor-
teile bieten kinnte.

Voraussetzung fiir die Verwendbarkeit eines Halb-
leiters als Zihlsubstanz ist, dal} die durch die Kernteil-
chen erzeugten Ladungstriger an den Elektroden des
Detektors gesammelt werden kénnen. Daher wurden
Dioden aus InSb mit a-Teilchen und Protonen bestrahlt,
um die Ladungstriger-Sammlung zu studieren. Es
stellte sich heraus, daB3 bereits das vom pn-Ubergang
selbst aufgebaute Feld ausreicht, um die Ladungstriger
soweit zu sammeln, dal} die Impulse von a-Teilchen und
Protonen betrichtlich tiber dem Rauschpegel liegen.

Die Messungen wurden an Zink-diffundierten Dioden
durchgefiihrt. Ausgangsmaterial waren n-leitende InSb-
Einkristalle mit 7-10'® Ladungstrigern pro em® und
einer Beweglichkeit von 600.000 cm?/Vsee bei 75 “K.
Die Detektoren wurden durch einen Kupferfinger auf
die Temperatur des fliissigen Stickstoffs gekiihlt. Eine
evakuierte MeBkammer enthielt Detektor, Quelle und
eine verschiebbare Blende.

Abbildung 1 zeigt das Impulshthenspektrum einer
Po-210 Quelle (5,3 MeV a-Teilchen), das iiber einen
ladungsempfindlichen Vorverstirker mit einem Viel-
kanalanalysator aufgenommen wurde. An den Detektor
war keine duflere Spannung gelegt. Man sieht, dal} die
Impulse gut iiber dem Rauschpegel liegen. Bei Anlegen
einer Sperrspannung an die Diode steigt die Impuls-
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Abb. 1. Impulshihenspektrum der Po-210 Quelle am InSb-
Detektor.

héhe, bis sie bei etwa 100 mV einen Sattigungswert er-
reicht. Aus diesem Wert 1dBt sich eine effektive Paar-
bildungsenergie von etwa 2,5 eV errechnen.

Durch Bestrahlung mit Protonen verschiedener Ener-
gie lieB sich die Tiefe der Zihlzone abschitzen. Ohne
dullere Spannung ergaben sich hierfiir unerwartet
grofle Werte (iiber 30 um), die mit der iiblichen For-
mel fiir Feldzonentiefen in Halbleiterdetektoren ® nicht
erklirt werden konnen. Diese Abweichung beruht ver-
mutlich auf der Diffusion von Ladungstridgern in die
Feldzone und auf dem unterschiedlichen Potentialver-
lauf in abrupten und in diffundierten pn-Ubergingen.

Diese Messungen haben gezeigt, daBl es moglich ist,
mit InSh-Dioden bei 75 K elektrisch geladene Kern-
teilchen zu zihlen. Allerdings diirften InSh-Detektoren
bei dieser Temperatur fiir die Gamma-Spektroskopie
kaum tauglich sein, weil man infolge der niederen
Durchbruchspannung der Dioden keine tiefen Feldzonen
erzeugen kann. Andererseits scheinen Dioden unter Be-
strahlung eine gute Maiglichkeit zu bieten, Probleme
der Ladungstrigersammlung (Trapping- und Rekom-
binationsphénomene) zu untersuchen.
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